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(54) OptischesSystemmiteinerStrahlungsqueiiefUreleictromagnetischeStrahlungimextfemen 
uKravioletten Bereich und einem reflektierenden Element 



(57) Die Erfindung betriflit ein optsclies System mit 
einer Strahlungsquelle fiir elel<tromagnetische Strah- 
lung im e)(tremen ultravioletten Bereicli und einem re- 
fleldlerenden Element Sie Itann besonders vorteilhaft 
fQr lithographische Anwendungen bei der Herstellung 
von IHalbleiterbauelementen eingesetztwerden. Mit der 
Erfindung soil die Aufgabe gelOst werden, ein l<osten- 
giinstiger herstellbares optisches System zur VerfO- 
gung zu stellen, das auch eine h6tiere maximale Refielt- 
tivltaterreiclien kann. Dabei sind auf einem Substrat ein 
Multischichtsystem mit altemierend angeordneten 
Schichten aus Mo und Si, ais Schichtpaareausgebildet. 



Die jeweiiige elektromagnetisclie Strahlung wird unter 
einem Win1<el auf die OberflSctie des Multischichtsy- 
stems gericiitet, wobei die Dicke d der Sdiichtpaare bei 
der Jeweiligen WellenlSnge der elektromagnetischen 
Stralilung die Braggsche Gieichung erftiiien. Zumindest 
innerhalb des IVIuitiscliiciitsystems tritt ein steliendes 
elektrisciies Feid auf. ErfindungsgemaB sind die Dicken 
d^o und d^ der Scliiclrten so gewaliit dass die Knoten 
des elektrischen Wellenfeides jeweiis unmittelbar an 
Grenzfiachen zwisclien soichen Einzelschichten und/ 
Oder die V\feitdnbauche vor Oder nach soichen Grenz- 
flachen angeordnet sind. 
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Beschreibung 

[0001] Die Erfindung betrrfft ein optisches System mit 
einer Strahlungsquelle fOr elektromagnetische Strah- 
lung und mindestens einem retlektierenden Element 
nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1, sie kann be- 
sonders vorteilhaft fiJr Itthographische Anwendungen 
bei der Herstellung von Halbleiterbauelementen einge- 
setzt werden. 

|P002] In der jtingsten Vergangenheit fQhrte die wei- 
tere Miniaturisierung in der Halbleitertechnik bis in den 
Nanometeibereich dazu, dass elektromagnetische 
Strahlung im extremen ultravioletten Bereich, auch als 
weiche ROntgenstrahlung bezeichnet, zur Belichtung 
von integrierten Schaltkreisen eingesetzt werden soil. 
[0003] Dabei wird die elektromagnetische Strahlung 
im entsprechend geeigneten Wellenlangenbereich zwi- 
schen 1 0 und 15 nm auf reflektierende Elemente gerlch- 
tet und In der Regel mit diesen reflekderenden Elemen- 
ten auf ein zu belichtendes Objekt fokussiert. 
|p004] Bel dtesen an sich bekannten retlektierenden 
Elennenten werden Muttischichtsysteme auf einem Sub- 
strat ausgebildet, wobei es sich urn V\fechselschichtsy- 
steme handelt. Dabel werden altemierend Schlchten 
aus Molybdan und Silizium auf dem Substrat als 
Schichtpaare ausgebildet. Diese chemischen Elemente 
wurden wegen ihrer filr die elektromagnetische Strah- 
lung giinstigen optischen Eigenschaften ausgewShft. 
[0005] Es hat sich aber herausgestelK, dass es in den 
Grenzfiachenbeneichen zwischen dem Molybdan und 
dem Siliziumzu einerdiffusionsbedingten SKizidblldung 
kommt und dadurch keine scharfe Grenzfldche for die 
elektromagnetische Strahlung, was insbesondere den 
Brechungsindex betrillt, erreicht werden kann. Dieser 
Mischbereich mit den Siliziden weist zwischen den rei- 
nen Molybdan- und den Slliziumschichten Dicken im 
Bereich zwischen 0,7 und 1,5 nm auf. Dabel hangt die 
jeweiiige Dicke dieser Silizidmischzone auch davon ab, 
in welcherRelhenlblge die Schlchtbitdung erfblgt ist. Sie 
ist in der Regei bei auf Molybdan ausgebildeten Silzi- 
umsciiichten kleiner als bei Molybdan auf Silizium aus- 
gebildeter Schicht. 

[0006] Die Multischichtsysteme werden ublichenvei- 
se durch Einsatz von Magnetronsputtem, Elektron- 
strahlverdampfung oder durch gepulste Laserabschei- 
dung hergesteilt, 

[0007] Des weiteren ist es bekannt, zur Verbesserung 
der thermischen Eigenschaften eines solchen Multl- 
schichtsystems und auch zur Verringerung der Silizid- 
biidung in den Grenzf achenbereichen Zwischenschich- 
ten einzusetzen. Hierzu werden chemische Elemente 
und Verbindungen, wie B4C Oder C, die for die elektro- 
magnetische Strahlung weitestgehend transparent 
sind, eingesetzt. 

[0008] Trotz aiier BemUhungen und Optimierungsver- 
suche sind den mittels eines solchen reflekfierenden 
Elementes erreichbaren maximalen Reflektivitaten 
Grenzen gesetzt, wobei bisher die Obergrenze unter- 



halb 70% an reflektierter Strahlung liegt. 
[D009] Es ist daher Auljgabe der Erfindung, ein opti- 
sches System, bei dem eine Strahlungsquelle fur elek- 
tromagnetische Strahlung im Wellenlangenbereich des 

s extremen ultravioletten Lichtes In Verbindung mil min- 
destens einem reflektierenden Element eingesetzt wird, 
zurVerfClgungzu stellen, das bezOglich des Fertigungs- 
aulwandes, der Herstellungskosten bzw. auch der er- 
reichbaren maximalen Reflektivitat gOnstiger ist. 

10 [0010] ErfindungsgemaC wird diese Aufgabe mit ei- 
nem optischen System, das die Merkmale des An- 
spruchs 1 autweist, gelSst VorteilhafteAusgestaltungs- 
lonnfien und Waiterbildungen der Erfindung kSnnen mit 
den In den untergeordneten AnsprQchen bezeichneten 

IS Merkmalen erreicht werden. 

[001 1] Das efftndungsgemaiJe optische System ver- 
wendet eine Strahlungsquelle fiQr elektromagnetische 
Strahlung im extremen ultravioletten Bereich, also un- 
tertialb 15 nm. 

20 [0012] Die elektromagnetische Strahlung dieser 
Strahlungsquelle wird auf ein reflektlerendes Element 
gerichtet. Das reflektierende Element weist ein auf ei- 
nem Substrat ausgebildetes Multischichtsystem auf. 
Dabei konnen fQr das Substrat Silizium, Saphir, Cerodur 
25 aber auch Giaser mit sehr kleiner Wdrmeausdehnung, 
die flbltcherweise als ULE (Ultra Low Expansion) be- 
zeichnet werden, eingesetzt werden. 
[0013] Das Multischichtsystem ist, wie aus dem Stand 
derTechnikan sich bekannt, aus Schichtpaaren, die al- 
so ternierend angeordnet sind und Jewells aus Molybdan 
und Silizium bestehen, gebildet 
[0014] Bei dem erfindungsgemaCen optischen Sy- 
stem wird die elektromagnetische Strahlung unter ei- 
nem Winkel auf die Oberfldche des Multischichtsystem 
35 gerichtet, betdemfQrdleWellenlSngedervon derStrah- 
lungsquelle ausgehenden elektromagnetlschen Strah- 
lung, der Dicke d der das Multischichtsystem blldenden 
Schichtpaare die Braggsche Gleichung 



40 



A = 2dsm0i 1- 



26' 



dabei sind 

X - Wellenlange des Rontgenstrahls 
so d - Pertodendicke der Schichtpaare (= (^^-h d^) 
e - Winkel, unter dem der Spiegel reflektlert 
S - Dispersionskorrektur 

(Brechungsindex n = 1-5) erftlllt Ist. 
ss [0015] Dadurch tritt zumindest innerhalb des Multi- 
schichtsystems ein stehendes elektrisches Weilenfeld 
auf. ErfindungsgemSK werden dabei die Dicken der Mo- 
lybdanund der Slliziumschichten und d^j so gewahlt, 
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dass die Knoten des elektrischen Wsllenfeldes jeweils 
unmittelbar an Grenzfiachen zwischen solchen Einzel- 
schichten angeordnet sind, so dass an diesen Grenz- 
flSchen nahezu keine Veriuste infblge von Absorption 
auftreten konnen. 

[0016] Altemativ Oder zusiizlich konnen die Schicht- 
dicken d^,, und d^j der Einzelschichten solcher Schicht- 
paare so ausgewahlt werden, dass die Wellenbauche 
des stehenden Wellenfeldes vor Oder nachfolgend an 
GrenzflSctien angeordnet sind. 
[0017] Dadurch kann unter Ausnulzung der Eigen- 
schaflen eines stehenden elektrisclien Wellenfeldes 
der negative Einfiuss der Silizidbildung in Mischzonen 
an den Grenzfiactien zwisclien Molybdan und Silizlum 
bereits ohne Zwischenschichten vemngert werden. 
[0018] Die Dicken der Molybddnschichten und 
die Dicken der Siliziumschichten sollten dabei zumin- 
dest annahemd Im Verhaltnis 2/3 iiegen. 
[0019] Es bestelit aber selbstverstandlich audi die 
Moglichkeit, Zwischenschichten einzusetzen, die dann 
die Grenzfiachen zwischen den MolybdSn- und den Si- 
liziumschichten bilden. 

[0020] Seiche Zwischenschichten konnen Dicken im 
Bereich zwischen 0,1 und 3 nm aulvveisen, wobei ins- 
besondere die Eigenschaft fOr solche fQr Zwischen- 
schichten venvendeten chemischen Elemente bzw. 
Verbindungen zur Verhinderung bzw. Behindemng der 
unerwQnschten Silizidbildung gefordert ist 
[0021] Dies betrifft insbesondere die GrenzflSchen, 
an denen die Knoten des stehenden Wellenfeldes an- 
geordnet sind, da dort in einem reinen IVIolybddn-Siizi- 
um Multischichtsystem die grofieren Interdiffusionszo- 
nen (Silizid) entstehen und das EInfDgen von Zwischen- 
schichten gQnstiger ist 

[0022] Aufgnj nd des Knotens des stehenden Wellen- 
feldes kann eine Zwischenschlcht aus einem chemi- 
schen Element odereiner chemischen Verbindung ein- 
gesetzt werden, die nicht zwingend flir die jeweilige 
elektromagnetlsche Strahlung transparent sein muss, 
insbesondere bezOglich der lefa^genannten Eigen- 
schaflen eines soichen chemischen Elementes oder 
chemischen Verbindung, besteht die Mdglichkeit der 
Auswahl eines Elementes bzw. einer Verbindung, die 
die Silizidbildung auch bei sehr kleinen Zwischen- 
schichtdicken nahezu bzw. nahezu vollstandig verhln- 
dern kann. 

[0023] Hieizu sind beispielsweise Ir, R, Os, Pd, B, Li, 
Ti, Si, C, Al sowie chemische Verbindungen dieser Ele- 
mente geeignet. Beispiele fUr chemische Verbindungen 
sind BN, TIN, AI2O3, SIC, SigN bzw. LiF. 
|P024] Der Verzicht auf Zwischenschichten, die 
GrenzfiSchen bilden konnen, bietet sich insbesondere 
an Grenzfiachen, bei denen Siliziumschichten auf Mo- 
lybddnschichten ausgebildet worden sind, an. insbe- 
sondere wenn die Molybdanschichten im nano bzw. po- 
lykristallinen Zustand vorllegen und eine geringere In- 
terdimjsion (Silizidbildung) an den GrenzflSchen, bei 
denen Siliziumschichten a uflMolybdSnschichten ausge- 



biidet sind, auftritt. 

[0025] Selbstverstandlich kOnnen aber auch die Zwi- 
schenschichten aus den an sich hierfiir bekannten Ele- 
menten KohlenstofF, Ruthenium, Wolfiram oder auch 

s Boncarbid eingeselzt werden, wobei selbstverstandlich 
auch Kombinatlonen solcher verschledenen Zwischen- 
schichten sowie weitere Verbindungen dieser Elemente 
fQr Zwischenschichten eingesetzt werden konnen. 
[0026] Zwischenschichten, die Grenzfldchen bei den 

10 Wellenbauchen des stehenden Wellenfeldes bilden, 
sollten eine kleinere Dicke aulweisen, als gegebenen- 
falls Zwischenschichten die an Knoten des Wellenfel- 
des angeordnet sind. 

[0027] Zwischenschichten in der Ndhe von Wellen- 
bauchen sollten aus einem lur die jeweilige elektroma- 
gnetische Strahlung transparenten Element oder einer 
solchen Verbindung gebildet sein, wobei eine schwache 
Absorption zugelassen wird und eine 100 %-ige Trans- 
parenz nictrt unbedingt erforderiich ist 

20 [0028] Ein auf einem reflektierenden Element ausge- 
blldetes Multischichtsystem soUte mit mindestens zehn 
aus Molybddn- und Siliziumschichten bestehenden 
Schichtpaaren gebildet sein, wobei die Anzahl der fQr 
das Multischichtsystem eingesetzten Schichtpaare 

2S auch bis hin zu 60 Oder mehr solcher Paare reichen 
kann. 

[0029] Insbesondere fQr den Einsatz In der Llthogra- 
phie sollte das reflektierende Element eine gewoibte 
Oberfiache (spharisch, asphdrisch) aufweisen, so dass 

30 die elektromagnetlsche Strahlung entsprechend fokus- 
siertund/odereineStrahlformung erreicht werden kann. 
[0030] Mit der Erfindung kann eine Reflektivitat, die 
oberhalb 70% der von der Strahlungsquelle bei der je- 
welligen abgestrahlten elektromagnetischen Strahlung 

3s liegt, erreicht werden. 

[0031] Nachfolgend soil der mit der Erfindung en'eich- 
bare Effekt anschaulich gemacht werden. 
[0032] Dabei zeigt 

40 Figurl ein Diagramm der Intensitat eines stehenden 
elektrischen Wellenfeldes innerhalb eines 
Vakuums und innerhalb eines aus Silizium- 
schichten und Molybdanschichten gebilde- 
ten Uuitischichtsystems. 

4fi 

[0033] In Figur 1 ist ein Diagramm der intensitaten ei- 
nes stehenden elektrischen Wellenfeldes auQerhalb 
und innerhalb eines Muttischichtsystems, bestehend 
aus Schichtpaaren von Silizium- und MolybdSnschich- 

50 ten dargestellt. Dabei VAjrde eiektromagnetische Strah- 
lung mit einer Welleniange von 13,4 nm eingesetzt, die 
untereinem Winkela = 1,5° auf die OberflSche des Uui- 
tischichtsystems gerichtet wurde. 
[0034) Die Dicke d (Periodendlcke) der Schichtpaare 

ss betrug 6,85 nm, wobei d = dj^^ + dgi ist. 

[0035] |m in Figur 1 gezeigten Diagramm soil die dik- 
ke durchgezogene Linia bei 0 die Oberfiache des Mul- 
tischichtsystems, auf die die elektromagnetlsche Strah- 
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lung mit dem Winkel a gerichtet ist, kennzeichnen. 
[D0361 Die Grenzfldchen, bei denen eine Silizium- auf 
eine Molybdanschicht abgeschieden wurden, sind ge- 
strichett und die Grenzfiachen, bei denen eine Molyb- 
danschicht auf eine Sllizlumschicht abgeschieden wor- s 
den sind, mit einer Strich-Punld-Lime dargestellt. 
[0037] Ausdem Diagrammwtrd deutiich, dassdieein- 
zelnen Schichtdiclcen, der das MuHischichtsystenfi bil- 
denden Einzelschichten so gewahlt wurden, dassjeder 
Knoten des stehendfen eielctrischen Wellenfeldes an ei- io 
ner Grenzflache angeordnet ist, wobei bei diesem Bei- 
spiel die Knoten generell an Grenzfiachen, bei denen 
eine Moiybddnschicht auf einer Siliziumschicht ausge- 
biidet worden ist, angeordnet sind. 
[0038] Des weiteren wird mit dem Diagramm deutiich, is 
dass die Wellenbauche des stehenden eleldrischen 
Wellenfeldes generell in einem Abstand von Grenzfia- 
chen und hier vor solchen Grenzliachen, ausgehend 
von der Oberfliche des Multischichtsystems angeoixl- 
net sind. Bei dem hier gezeigten Beispiei sind die Wei- 20 
lenbSuche immer vor einer Grenzflache einer auf einer 
Molybdanschicht ausgebildeten Siliziumschicht ange- 
ordnet 



Patentanspruche 

1. Optisches System mit einer Strahlungsquelle fOr 
elektromagnetische Strahlung im extremen ulfra- 
violetten Bereich und mindeslens einem reflekSe- so 
renden Element, bei dem auf einem Substrat ein 
Muitischichtsystem mit altemlerend angeordneten 
Schichten aus Mo und Si, als Schrciitpaare, ausge- 
bildet ist, dabei die elektromagnetische Strahlung 
unter einem WinKel auf die Oberfiache des Multi- ^ 
schichtsystenis gerichtet ist und die Diclte d der 
Schichtpaare bei der Wellenldnge der elektroma- 
gnetlschen Strahlung die Bnaggsche Gleichung er- 
tOllen und zumindest innerhalb des Multischichtsy- 
stems ein stehendes elektrisches Wellenfeld auf- ^ 
tritt, dadutch gekennzeichnet, dass die Dicken 
duo und d^ der Mo- und Si-Schichten so gewahlt 
sind, dass die Knoten des elektrischen Wellenfel- 
des Jewells unmitteibar an Grenzfiachen zwischen 
solchen Einzelschichten und/oder die WellenbSu- ^ 
che vor Oder nach solchen Grenzfiachen angeord- 
net sind. 

2. Optisches System nach Anspmch 1 , dadurch ge- 
Jcennzeichnet, dass die Grenzfiachen durch Zwi- so 
schenschlchten gebildet sind, die zwischen auf Si- 
liziumschichten ausgebildeten Molybdanschichten 
und/oder zwischen auf Molybdanschichten ausge- 
bildeten Siliziumschichten angeordnet sind. 

55 

3. Optisches System nach Anspruch 1 oder 2, da- 
durch gekennzeichnet, dass die Zwischenschich- 
ten eine Dicke Im Bereich zwischen 0,1 und 3 nm 



aulweisen. 

4. Optisches System nach mindestens einem der vor- 
hergehenden AnsprQche, dadurch gekennzekih- 
net, dass die Zwischenschichten aus eine Silizld- 
bildung verhindernden bzw. behindernden chemi- 
schen Elementen oderVerbindungen gebildet sind. 

5. Optisches System nach mindestens einem der vor- 
hergehenden AnsprQche, dadurch gekennzeich- 
net, dass Zwischenschichten bei Wellenbauchen 
des stehenden Wellenfeldes eine kleinere Dk:ke 
aulweisen. 

6. Optisches System nach mindestens einem der vor- 
hergehenden AnsprQche, dadurch gekennzeich- 
net, dass zumindest die Zwischenschichten in der 
Nahe von Wellenbauchen aus einem fur die jewei- 
lige elektromagnetische Strahlung transparenten 
Element Oder Verbindung gebildet sind. 

7. Optisches System nach mindestens einem der vor- 
hergehenden AnsprUche, dadurch gekennzeich- 
net, dass die Knoten des stehenden Wellenfeldes 
an GrenzflSchen, bei denen Mo auf Si ausgebildet 
worden ist angeordnet sind. 

8. Optisches System nach Anspruch 7, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass die Grenzfiachen, bei denen 
Mo auf Si abgeschieden worden ist, keine Zwi- 
schenschicht aulweisen. 

9. Optisches System nach mindestens einem der vor- 
hergehenden AnsprQche, dadurch gekennzenh- 
net, dass die Zwischenschichten an Knoten des 
stehenden Wellenfeldes fOrdie jeweilige elektroma- 
gnetische Strahlung nicht transparent sind. 

10. Optisches System nach mindestens einem dervor- 
hergehenden AnsprQche, dadurch gekennzekh- 
net, dass Zwischenschichten aus B4C, C, Ru, W 
und/oder Ag gebildet sind. 

11. Optisches System nach mindestens einem dervor- 
hergehenden AnsprQche, dadurch gekennzetoh- 
net, dass das Muitischichtsystem mit mindestens 
zehn aus Mo- und Si-Schichten bestehenden 
Schichtpaaren gebildet ist 

12. Optisches System nach mindestens einem dervor- 
fiergehenden AnsprQche, dadurch gekennzeich- 
net, dass das reflektierende Element zur Fokussie- 
rung und/oder Strahlformung der eiektromagneti- 
schen Strahlung eine gewOlbte Oberflache auf- 
weist 



25 



EP1 351 258 A1 




uapusqajs sap jgiisuajui QAxpt\9i 



EP1 351 258 A1 



Euni^m EUROPABCHERRECHERCHENBERICHT 



NiBiimrtter Anmsktung 

Ep 33 40 oeee 



einschlAqiqe dokumekte 



Kdegorie 



Itaweeichming des Dohjinents mit Angtba, sowl 

def maSgebliehen Telle 



Betrrfft 
Anspfuoti 



KLASSnnKATIOHDER 
JWMELOIJMG (lnta.7) 



US 6 295 164 BI (HURAKANI KATSUHIKO ET 
AL) 25. Septentier 2861 (2801-89-25) 

* Spalte 9, Zelle 38 - Zeile 59; 
Abbildungen 3,4 * 

* Spalte 19, Zeile 5 - Spalte 20, ZeiU 63 



EP 1 865 568 A (ASH LITHOGRAPHY BV) 

3. Januar 2801 (2061-61-63) 

* Selte 6. Zeile 16 - Zelle 48; Abbildung 
9 * 

* Seite 7. Zeile 47 - Zeile 55 * 

* Selte 9* Zeile 25 - Zeile 37; Bei spiel e 
8-20,48 * 

TAKENAKA H ET AL: 'DESIGN AND FABRICATION 
OF HIGHLV HEAT-RESISTANT HO/SI HULTlLAYEn 
son X-RAY MIRRORS WITH INTERLEAVED 
BARRIER LAYERS' 

JOURNAL OF SYNCHROTRON RADIATION. XX. XX. 
Bd. 5. Nr. PART 3. 

4. August 1997 (1997-88-84). Seiten 
768-716. XPO68097468 

ISSN: 6909-0495 

* Selte 768; Tabelle 1 * 

BAJT S ET AL: 'IMPROVED REFLECTANCE AND 
STABILITY OF HO/SI MULTILAYERS" 
PROCEEDINGS OF THE SPIE, SPIE, BELLINGHAH. 
VA, US. 

8d. 4506. 31. Ju1i 2601 (2601-67-31), 
Seiten 65-75, XP608017154 

* Selte 68 - Seite 69; Abbildung 4 * 



&8f voritopofido f 



! PdentorBprflche eitttelt 



1-4, 
16-12 



G21K1/66 
06285/68 



1-7,16, 
11 



1-4.6. 

18.11 



ftEOCflCHEIITE 



G21K 
6628 
G63F 



1-4.6. 
16. U 



BERLIN 



5. Juni 2663 



von Moers. F 



KATEQOfflE DCR GENMMTEN tXlKUMEHTE 



Y : vol batendarair Bedatfuiq in VtiMidunB irftelMr 

mOmn VMSfflBitBchuig dMMlbMtWagsrie 
A : teQtinBlQo1.obAr Hbttvnpijnd 

P: 



T: dw Eifinduog zugiuide fagandt71«e<tin odtr 
ErMnm RMwMokwmn^ dHjadDchaManiMer 

U 



D:ind*rAnmlAing« _ 
L : MB Mdmn OiflmiinaiigaMlirtn IMtjnanl 



EP1 351 258 A1 




EurapalschM euRopAfSCHER RBCHERCHENBEWCHT 



Hummer der Animidung 

Ep 03 40 m% 



emschlAgige dokumente 



Kttegolis 



KsnnM'chnunt) dea Oolumante ma Angoto, wmmI efftuderiidi, 
der mafigebfcjhen Talk 



Bern 
Anspweh 



KUSStnUTTON DER 
4NMEU0UNG [lttlXt.7] 



US 5 307 395 A (SEELY JOHN F ET AL) 
26. April 1994 (1994-G4-26) 

* Spalte 1» Zeile Zl - Zelle 62; 
Abbildungen Z.8 * 

* Spalte 8. Zeile 46 - Spalte 9. Zeile 35 



US 5 GSG 443 A (ROUSSEL-DUPRE DIANE ET 

AL] 4. Februar 1992 (1992-02-04) 

* Spalte 3. Zeile 58 - Spalte 4, Zeile 44 



1-3,5-9, 
11 



RECHEIKHieiTTE 



Der vwfagende RociwfBhaiibMfcM mide Mr afc PdentmpcQolw enMH 



BERLIN 



5. Ouni 2003 



von Hoers» F 



KATBQORIE OERGEIWNMrEN DOKUMeiTE 

X : ven bateftdnarBnkiriunQ «IWn bttaOhM 

V : ven bwKmdnw BKbittms to VnUmking nialner 

A t t^ghng te fliHhftf Hntoraiund 

O'.iifc" ■ 



D : hd* AmiUiHig ansensato* IMiiimiil 
L : aw «dwsn Giftidan angaSlMe* 



■I 



EP1 351 258 A1 



ANHANG ZUM EUROPAlSCHEN RECHERCHENBERICHT 
OBER DIE EUROPAlSCHE PATENTANMELDUNG NR. 



IndissBmAnhangwnddieMltgitiMtsribr PatsrHarrilteRitorinalnnjienannteneuioptisohenl 
Pdankkdumerto angeoeban. 

DieAngaben obwdieFaTrilieniintgliadwenisimohsn iterOateidesEunpaiuhmf 
Diesa Angabsn dierwn nur zw Unremehliing und «rlblti«n dtmt Gawahr. 



EP 1065568 



Q3-ei-2GGl 



EP 1G655G8 A2 
EP 1065532 A2 

JP ZmiGSliee A 

JP 2901059901 A 

US 2003043456 Al 
US 6449066 Bl 



EP G3 40 GfiG6 

angsIOhrten 

85-86-2003 



Im RMhsKhMbeiUtt 
•ngalOhrtM PatentdMiuimnt 


Datum der 
VarSflBHHiahung 




Ostum dar 
Vaffifeenflkhung 


US 6295164 Bl 


25-09-2861 


JP 


2861027788 A 


38-81-2881 






JP 


2888147198 A 


26-05-2888 






US 


2081033421 Al 


25-18-2001 



83-81-2801 
03-01-2061 
23-62-2881 
06-03-2081 
06-03-2003 
18-09-2082 



US 5307395 


A 


26-64-1994 


KEINE 






US 5086443 


A 


04-02-1992 


AU 


8416491 A 


02-03-1992 








EP 


6541783 Al 


19-85-1993 








JP 


5509407 T 


22-12-1993 








UO 


9202936 Al 


20-02-1992 



FDrnaberaEAizelheltanziidiBBemAnhang: gMwAmMM W.ISSa 



